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背景：AlGaN/GaN MIS HEMT のゲート絶縁膜として用いられる Al2O3は、通常、アルミニウム前

駆体として高発火性のトリメチルアルミニウムを用い、真空条件下で原子層堆積(ALD)法により

堆積される [1–3]。最近、低コストかつ環境に優しい mist-CVD

法による Al2O3薄膜の作製が報告されている [4–6]。そこで本研

究では、ゲート絶縁膜として mist-Al2O3 と ALD-Al2O3 を用いた

MIS-HEMT を作製し電気的特性を評価したので報告をする。 

実験：図 1 に作製した素子構造を示す。エピタキシャル層は、

SiC 基板上の GaN 層と Al 組成 0.25 の AlGaN(厚さ 25 nm)から構

成されている。オーミック電極として Ti/Al/Mo/Au

の金属を蒸着し、RTA により熱処理を行った。ALD

法により 4 nm と 10 nm の厚さの Al2O3ゲート絶縁

膜を成膜した。同時に、同じ厚さの Al2O3 を

mist-CVD 法で成膜した [4–6]。最後に、ゲート電

極として Ni/Au を蒸着した。 

結果：図 2 に、10 nm 厚の ALD-Al2O3 と mist-Al2O3

を用いた 3 端子 MIS-HEMT デバイスとショットキ

ーゲート(SG)デバイスから測定した伝達特性を示

す。この結果、mist-Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT はショットキーゲートデバイスとほぼ等しいし

きい値電圧を示すことがわかった。この結果は、AlGaN 障壁のリセス深さが比較的浅くても、

mist-Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT のノーマリオフ動作が実現できることを示唆しており、リセス

構造を持つ GaN 系 MIS-HEMT における長年の課題だった最大ドレイン電流としきい電圧のトレ

ードオフを解決策として有望である可能性が示唆された [3]。 
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Fig.1. Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT 

Fig.2. Transfer characteristics 
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